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Wspomnienia o prof. ROMUALDZIE StAWOMIRZE
- WADASIE

Dnia 12 lutego 1991 r. zmarl zasituzony pracownik na-
szego instytutu - prof. dr hab. inz. Romuald S. Wadas.
Ukoriczyl On Wydziat tgcznosci Politechniki Warszawskiej
w 1955 r., w 1960 r. uzyskat tytul doktora nauk technicz-
nych, a doktora habilitowanego - w 1964 roku w Instytucie
Podstawowych Probleméw Techniki PAN w Warszawie; od 1986 r.
profesor zwyczajny nauk technicznych. 0d 1974 r. - pra-
cownik Instytutu Technologii Materiaiéw Elektronicznych.

Profesor byt wybitnym specjalistg z zakresu elektroni-
ki, autorem wielu wdrozeri przemysitowych z zakresu mate-
riatéw magnetycznych, a w szczeg6élnosci materiatéw ferry-

towych.

Szczeg6lnymi osiggnieciami prof. Romualda S. Wadasa sg prace z dziedziny materia-
16w magnetycznych pracujgcych w zakresie mikrofal, ferrytowych rdzeni pamigciowych
oraz pamieci domenowych. W latach 1983-90 opracowal oryginalng koncepcjg zjawiska nad-
przewodnictwa w tworzywach ceramicznych o strukturze perowskitu.

Prof. Romuald S. Wadas by} autorem wielu cenionych publikacji ksigzkowych i artyku-
16w w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prace dydaktyczna rozpoczai od roku 1953
Jjako asystent na Wydziale tgczno$ci Politeczniki Warszawskiej, nastepnie jako wykia-
dowca probleméw magnetyzmu w Uniwersytecie Warszawskim; w latach 1978-80 wykladal
biomagnetyzm oraz amorfizm w magnetykach w Uniwersytecie tédzkim. Aktywnie uczestni-
czyt w szkoleniu miodej kadry naukowej. Promowal 11 doktordw, inspirowal 3 rozprawy
habilitacyjne.

Dziatalnos¢ organizacyjna Profesora w sferze nauki dotyczyta lat 1984-1988, gdy
byt czionkiem Komitetu Fizyki PAN. Od 1981 r. czionek Sekcji Technologii Materiaiéw
Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Czlonek Naukowego Komitetu
Doradczego Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA) ds. miedzynarodo-
wych konferencji magnetycznych ITERMAG, a od 1970 r. sedzia - recenzent w "Electronic
Letters".

Profesor Wadas byt czlowiekiem duzej skromnosci i wielkiej zyczliwosci dla swoich
uczniéw i wspéipracownikéw. Byl powszechnie lubiany i szanowany. Na zawsze wpisat sig

w historig Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych.
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J. SARNECKI, A, SIENNICKI, M. NOWICKI, Z. NIECHODA: Wptyw getterowania laserowego na czasy tycias
nodnikéw mniejszodciowych w krzemowych warstwach epitaksjalnych.

W pracy przedstawiono wyniki badad wpiywu getterowania laserowego na czasy 2ycia nos$nikdw mniej-
szosciowych w krzemowe) warstwie epitaksjelnej. Zaobserwowsno 2-3 krotny wzrost czasu zycia
w warstwach epitaksjalnych.

L. WASKIEWICZ: Zastosowanie metody blgkitu krzemomolibdenowego do spektrofotometrycznego oznacza-
nia gladowych ilodci krzemu w wgglanie 1itu i pigciotlenku niobu.

Przedstawiono mo2liwodé zastosowania metody bigkitu krzemomolibdenowego do spektrofotometryczne-
go oznaczania dladowych ilodci krzemu w materislach siuzgcych do syntezy niobianu litu.
Opracowano sposdéb postgpowania analitycznego dla wqglanu 1litu i przedstawiono stntystycznq oceng
otrzymanych wynikdw.

Powylsz; przepts analityczny umozliwia oznaczenie krzemu w wegglanie litu w zakresie 2- 10

J. RAABE, E. BOBRYK: Wyznaczanie modulu Weibulla m i wspdiczynnika intensywnodci naprezen KIC
dla tworzyw ceramiki elektronicznej 4

Przedstawiono metody wyznaczania moduitu Weibulle m i wspdiczynnika intensywnodci naprgzen Kic

oraz ich znaczenie dla oceny wtasnosci tworzyw ceramiki elektronicznej.

:gn?gzc)mo m i Kic dla tworzywa steatytowego (SP-4), tytanianu baru (E-5000) orsz tworzyws typu
P

Wykazano zwigzek pomigdzy wartodcig modutu Weibulla, a mikrostrukturg badanych tworzyw ceramicz-

nych, szczegdlnie je)j jednorodnodcig i porowatodcig. Stwierdzono réwniez dobrg zgodnodé wynikéw

pomiarédw Kic na prdbkach z karbem oraz  wynikdéw pomiardw diugodci peknigé wokdl wgigbienia wyko-

nanego diamentowym wgigbnikiem twardosciomierza Vickersa.

J. GANDURSKA, A. MAREK, H. STROJEWSKA: Pasty przewodzace zlote produkcji krajowej i ich zastoso-
wanie w mikroelektronlce grubowarstwowe).

Przedstawiono wyniki badaf przewodzacych past ztotych P-303 produkcji krajowej oraz ich przydat-

nodci do wytwarzania ukladdw hybrydowych i wielowarstwowych. Uzyskane rezultaty pordwnano z wyni-
kami badari past ztotych nr 5229 { 5758 firmy Heraeus.
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J. SARNECKI, A. SIENNICKI, M. NOWICKI, Z. NIECHODA: The effect of laser gettering on minority
carrier lifetime in silicon epitaxial layers.

This paper presents the results of the expériments of laser gettering influence on the minority
carrier lifetime in silicon epitaxial layer. It was obserwed, that the carrier lifetime in the
epitaxial layers was improved by 2-3 times.

L. WASKIEWICZ: An application of the silicon molibdenic blue method for the spe.trophotometric
assay of trace amounts of silicon in lithium carbonate and niobium pentoxide.

A possibility of spectrophotometric assay of trace amounts of silicon in starling materials
for lithium niobiate with the use of silicon molibdenic blue has been described.

Analitical procedure for lithium carbonate has been developed and statisticaly evaluated.
Tt!u; leEocedure usgs 8 0.5 g sample of lithium carbonate and allows silicon assay in the range
o) -4 . 3.10-7%.

J. RAABE, E. BOBRYK: The measurement of the Weibull ‘s modulus m and the stress intensity factor
Kic of ceramic materials for electronics.

The paper presents the methods of measuring of the Weibull's modulus m and the stress intensity
factor Kyc and theirs significance for the evaluation of the electronic ceramic materials
properties.

The m and Ki¢ for steatite, BaTi03 and PZT materials have been determined.

The researches reveals a good correspondence between the Weibull ‘s modul value and the micro-
structure of the ceramic materials (especialy its homogenity and porosity). There is the high
accordance between the K1c of notched specimen and the length of cracks initiated by the
Vicker ‘s indentor

J. GANDURSKA, A. MAREK, H. STROJEWSKA: Conductive gold compositions produced in Poland and
application there of in thick - film microelectronics.

The authors investigated conductive gold composition P-303 (manufactured in Poland by ITME)

and compared the results with those obtained for Heraeus gold compositions 5229 and 5758. It was
pli-ovecijtthat all the pastes are equally good to produce thick - film hybrid and multilayer
circuits.
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E.'CAPHEHKH, A, CEHHHUKWA, M. HOBHUKH, 3. HUEXONA: BruAHKe JAa3epPHOrc TreTTepuMpoBa-
HHUA Ha BpPeMA XH3IHH HEOCHOBHHX HoCHTeJe#f 3apAfa B JNHTAKCHAIBHHX KPeMHHE@BHX CJIOSX

B paforTe mnpexcTaBieHH pe3ayAbTaTH HCCIeJOBaHHH BIMAHMA NAIEPHOrO reTTEPHPOBaAHHR
Ha. BpeMA XM3HH HEOCHOBHHX HOCHTese#f B ONHTAKCHANLHHX KPeMHeBHX cxoax. lloxasaHo,
9TO BpeMf XHU3HH yBeJHYHBaerca B 2-3 pasa.

J. BACBKEBHY: [I[pHMeHeHHe MeTORA KpeMHeMoALOZeHOroro roayfororo AJas 8HaiHaa ocra-
TOUYHHX KOHOeHTpanuit KpemHus B XapOoOHATe NHTHA K NATHOKHCK HHOOKA

MlpexcraBieHa BO3IMOXHOCTb NPHMEHEHHA METOJA KPeMHeMOXHOAeHOroro roayoororo zas
aHaJH3a OCTATOYHHX KOHIOEHTpauKif KpeMHHA B MCXOJZHHX MaTepHajlax ZJAR CHHTe3a HHobara
auTuA. PaspaforaHa aHaJHTHYeCKAR MeTOAMKA AJAR kKapOomRara JHTHR M OpejcraBlieHa cTa-
THCTHYECKaA OLeHKAa MNOJYYEHHHX pe3yabTaToB. gra METORNEKa NO3BOJAET ONpeXeiATh
KpeMHH# B KapOoHaTe JHTHA B axana’zone 2:107% - J«1079%.

7. PAAB3, E. BOBEPHK: Onpeneaenue wmonyza Be#tOynna n xoopduneHTa BA3SKOCTH paspyme-
HHA KIC INA KepaMHYeCKHX OJMeKTPOHHYECKHX MaTepHaloB

[lpeacraBneHo MeTOZH ompefedeHHR wmoayaa Be#Oynna m B koodduueHTa BAIKOCTH paspy-
meHHA K[C H HMX 3HaYeHHe AAA OLEeHEKH CBO#CTB OJNEeKTPOHHYEeCKOH KepamHKH.

Onpezeneno M # KIC AnR marepuanod ®3 crearHra, Bali03. u nmeaokepamuku. [lokasauno
CBA3b MeXJy BeJHUYKHOM M H MHKDPOCTPYKTYpPOR MCCleZoBaHHHX MaTepHazoB (0CO6eHHO
FOMOT@HHOCTb K NOPHCTOCTH).

OTMeYeHO Xopomoe COOTBECTBHE pe3yabTaToOR HMaMepeHHH#t KIC Ha ofpasuax ¢ Hapeako#t
M pe3ayabTaTOP H3MEePeHHHH BeAHUHHH TPemMH HHHUHPOBAHEHX HHIeHTOpOoW BHKKepca.

A. TAHIYPCKA, A. MAPEK, 3. CTPOEBCKA: TOKONPOBOAHHE 30JOTHe NACTH OTEYECTBEHHOrO
NPOH3BOACTBA M HX NPHMEHEHHe B TOJCTONIEHOYHOR MHKDOOBIEKTDOHHKE

[lpexcraBaeHH pe3yAbTATH MCCAexoBaHuit kavegTBa HaroroBaenHux B ITME rokompoBoxHHX
nacrt (P-303) Ha OCHOBe 30J0T& AAA MPOH3BOACTBA THODHAHHX M MHOTOCJHOHRHHX CXeM.
KauecTBO OTHX flacT OKas3aJoCh OHTh HA YPOBHe 30JOTHX nact 5229 n 5768 ¢upmu
Heraeus.




INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

1.

2;

10.

1.

12

13.

14.

Objetosci srtykutow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami
i tabelami.
Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z inter-
linig, z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcej niz 31 wierszy po
65 znakéw. Wszystkie strony powinny by¢é numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno.
U gory kazdej tabeli poda¢ tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 3 egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krétkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwniez w 3 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowa¢ kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkdéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawaé na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy objg¢
rysunki i fotografie tgcznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ bibliografie. Przy pozycjach ksigzkowych nalezy wymieni¢

nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytut dzieta w oryginale, miejsce wydania,
wydawce, rok, stronice. Natomiast przy cytowaniu artykutéw nalezy poda¢ kolejno nazwisko(a)
autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer,
stronice. Pozycje bibliografii powinny by¢ ponumerowane, za$ w tek$cie powotania na numer
pozycji nalezy umieszcza¢ w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczer wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI). .
Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczer nalezy podawaé otéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbgdnych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
rbwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwg
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespdt Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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